= dicyt.com http:/www.dicyt.com/noticias/estudio-sobre-la-sensibilidad-en-el-analisis-superficial-de-materiales

Estudio sobre la sensibilidad en el analisis superficial de
materiales

CNA/DICYT Investigadores del Centro Nacional de Aceleradores, del Instituto de Ciencias de Materiales de
Sevilla (ICMS, Espafia), del Instituto de Ciencias Fotdnicas (IFCO, Espafia), del Laboratorio para el Analisis
por Reacciones Nucleares (LARN, Bélgica) y la Linea espanola SpLine del Laboratorio Europeo de
Radiacion Sincrotrén (ESRF, UE) participan en un estudio sobre la sensibilidad en el analisis superficial de
materiales usando fotoelectrones de altas energias.

El objetivo de este estudio ha sido determinar, mediante la técnica de emision de fotoelectrones inducida
por rayos-X de alta energia (acronimo en inglés HAXPES), parametros poco conocidos relacionados con la
sensibilidad de analisis de esta técnica en materiales compactos y porosos.

La espectroscopia de fotoelectrones es una técnica de analisis empleada para determinar la composicion
quimica de un material en sus capas atomicas mas superficiales. El analisis esta basado en el efecto
fotoeléctrico, es decir, la emisidn de electrones del material inducida por la accién de radiacién
electromagnética (generalmente rayos X) con la que se incide sobre su superficie. Para una energia de
excitacion fija, la energia de emision de estos fotoelectrones es caracteristica del tipo de elemento
presente en la superficie del material asi como de su estado quimico. Por otro lado, variando la energia de
excitacion es posible controlar la profundidad de la muestra analizada.

Tradicionalmente, esta técnica proporciona informaciéon sobre una regién muy superficial del material (de
una decena de capas atomicas de profundidad, aproximadamente). Sin embargo, el uso de rayos X de alta
energia como fuente de excitacion abre la posibilidad de tener acceso a informaciéon sobre el estado
quimico de elementos enterrados bajo varios centenares de capas atémicas.

En este contexto se han evaluado por primera vez de forma experimental factores de sensibilidad de esta
técnica aplicables para el estudio de materiales tipo didxido de silicio tanto en forma compacta como
porosa, material base de muchos desarrollos de dispositivos basados en nanotecnologia microelectronica
0 sensarica.
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